Синтез и свойства материалов на основе смешанных теллуридов марганца, висмута и индия
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Топологические изоляторы (ТИ) – материалы, в которых из-за сильного спин-орбитального взаимодействия происходит инверсия состояний зоны проводимости и валентной зоны, в результате чего на их поверхности металлические спин-поляризованные состояния (конус Дирака), защищённые симметрией по обращению времени (Т-симметрии). К классу таких материалов относится антиферромагнитный ТИ MnBi2Te4, магнитный порядок в котором приводит к нарушению Т-симметрии на поверхности (111)R кристалла, из-за чего в спектре топологических состояний наблюдается магнитная щель. Перспективным выглядит добавление к спин-орбитальным и магнитным свойствам сверхпроводимости. Этого можно добиться легированием MnBi2Te4 с помощью индия, как реализовано для SnBi2Te4 [1].
[image: ]В рамках данной работы проводился синтез легированных индием составов Mn(InXBi1-X)2Te4 (X=0.1-0.8 с шагом 0.1) с помощью модифицированного метода Бриджмена. С помощью РФА был подтверждён фазовый состав полученных образцов. Данные РФлА показали, что предел растворимости индия соответствует x=0.3. Транспортные свойства всех синтезированных монокристаллов были исследованы вплоть до температур 50 мК. С помощью ФЭСУР была исследована зонная структура полученных образцов. Увеличение содержания индия приводит как к увеличению запрещённой зоны в объёме материала, так и к открытию запрещённой зоны в точке Дирака, что может свидетельствовать об изменение топологии зонной структуры в ряду твёрдых растворов, аналогично случаю твёрдых растворов (Bi1-xInx)2Se3 [2].
Рис.1. Зонная структура Mn(InXBi1-X)2Te4, измеренная с помощью ФЭСУР и зависимость величины наблюдаемой запрещённой зоны от X.
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